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На рис.  3 представлены экспериментальные спектры пропускания структур Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si  
и Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al до и после термического отжига (пленка алюминия осаждалась уже после от-

жига исходной структуры). Из рис. 3 видно, что неотожженные структуры (a-Si /poly-Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si  
и a-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al) пропускают в среднем на 10–20 % больше, чем отожженные структу-

ры (n+-Si /poly-Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si и n+-Si /poly-Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si /Al), практически во всем исследованном 
диапазоне длин волн. Различий между спектрами пропускания структур a-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si  

и a-Si /poly-Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si /Al не выявлено. Коэффициент пропускания для обеих структур возрастает 
с 10 % на длине волны 3,5 мкм до 35 % на длине волны 20 мкм с небольшими провалами на длинах 
волн 9,5; 12,5; 16,5 мкм. 

Кривая поглощения структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si ведет себя схожим образом с кривой по-
глощения структуры a-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si, но пропускает меньше, чем структура до проведения 

термического отжига: различие между ними в диапазоне длин волн 5–10 мкм составляет в среднем 5 %, 
а в диапазоне длин волн 10–25 мкм увеличивается до 15–20 %. Несколько иначе ведет себя структура 
n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al, коэффициент пропускания которой практически во всем исследованном 

диапазоне длин волн находится в пределах около 7–8 %, за исключением небольших провалов на дли-
нах волн 3,0; 9,5; 12,5 мкм. Кривая поглощения этой структуры значительно отличается от рассмотрен-
ных выше кривых.

На рис.  4 представлены экспериментальные спектры поглощения структур Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si  
и Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al после проведения термического отжига. На выносном рисунке приведены экспе-

Рис. 2. Сравнение экспериментальных и теоретических спектров  
пропускания структур a-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si (а) и n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si (б )

Fig. 2. Comparison of experimental and theoretical transmission spectra  
of the structures a-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si (a) and n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si (b)

Рис. 3. Экспериментальные спектры пропускания  
структур Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si и Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al до и после термического отжига

Fig. 3. Experimental transmission spectra  
of the structures Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si and Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al before and after thermal annealing


